
Радиоматериалы и радиокомпоненты 

1

Лекция на тему:

Общие сведения о радиокомпонентах, 
выполненных из разных 

полупроводников

Старший преподаватель кафедры радиотехнических систем
Лубский В.Б.
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I.  Учебная цель: формировать знание обучающимися 
физических процессов, определяющих свойства 

радиоматериалов и влияющих на характеристики 
радиокомпонентов, изготовленных на их основе, основных 

типов радиокомпонентов, применяемых при создании 
современной РЭА, их основных эксплуатационных 

характеристик и параметров.

II.  Воспитательная цель: формировать у обучающихся 
профессионализм, ответственность, уверенность и 

самостоятельность при эксплуатации радиоэлектронной 
аппаратуры.
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№ 
п/п

Учебные вопросы

1. Полупроводниковые диоды.

2. Биполярные транзисторы и тиристоры.

3. Полевые транзисторы.

4. Интегральные микросхемы.
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Полупроводниковые диоды



Учёный совет Черноморского высшего 
военно-морского училища имени П.С. Нахимова 

6

Радиоматериалы и радиокомпоненты 

Полупроводниковые диоды
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Полупроводниковые диоды (разновидности)
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Биполярные транзисторы
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Биполярные транзисторы
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Биполярные транзисторы
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Биполярные транзисторы (разновидности)
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Тиристоры
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Полевые транзисторы с управляющим р-n-переходом
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Полевые транзисторы с управляющим р-n-переходом 
металл-полупроводник (МЕП-транзисторы)
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Полевые транзисторы с изолированным затвором 
(МДП-транзисторы, металл - диэлектрик)
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Полевые транзисторы с изолированным затвором 
(МДП-транзисторы, металл - диэлектрик)
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Интегральные микросхемы (классификация)
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